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Согласно [18] в процессе получения подзатворного оксида кремния с применением термодиффузион-
ных печей наличие загрязнений, разного рода дефектов, повышенной шероховатости на поверхности 
кремния приведет к образованию структурных несовершенств полученной системы Si – SiO2 в соот-
ветствующих им областях.

Применение дополнительной фотонной обработки методом БТО в атмосфере азота к оксиду затвора, 
полученному двухстадийным процессом, способствует ликвидации большинства включений на топограм-
мах, повышению равномерности и росту значения поверхностного потенциала в среднем на 100 отн. ед. 
(см. рис. 2, б ). Полученные результаты являются следствием снижения концентрации поверхностных 
состояний на границе раздела диэлектрик – полупроводник и, предположительно, ликвидации части 
кулоновских центров в изоляторе из-за перестройки системы Si – SiO2, диффузии атомов кремния 
и кислорода вдоль границ раздела диэлектрика в процессе третьей стадии БТО. Другим механизмом 
ликвидации зарядовых центров является частичная пассивации дефектов на границе раздела Si – SiO2 
атомами азота. Для тонких оксидов, подвергнутых фотонной обработке при высокой температуре, ве-
роятна локализация атомов азота на границе раздела Si – SiO2. При наличии атомов азота в системе 
Si – SiO2 будет проходить их локализация вблизи границы раздела Si – SiO2. Атомы азота, встраиваясь 
в дефекты структуры на границе раздела, находят себе ниши в соответствии со своим ковалентным 
радиусом, что приводит к частичной пассивации зарядовых центров поверхностных состояний (в част-
ности, парамагнитных Pb0-центров) [19].

Рис. 1. Топограммы распределения толщин: а – термического SiO2, полученного при 900 °С  
в течение 30 мин (< d > = 9,7 нм); б, в – оксидов, полученных методом БТО в ходе фотонных обработок  

длительностью 12 с при максимальной температуре 1250 °С (б – двухстадийный процесс в атмосфере O2 (< d > = 10,5 нм);  
в – трехстадийный процесс с двумя обработками в атмосфере O2 и третьей обработкой в формовочном газе (< d > = 9,7 нм)) 

Fig. 1. Topograms of the thickness distribution: a – thermal SiO2 obtained at 900 °С for 30 min  
(< d > = 9.7 nm); b, c – oxides obtained by the RTP method by photonic treatments for 12 s  

and a maximum temperature of 1250 °С (b – two-stage process in O2 atmosphere (< d > = 10.5 nm);  
c – three-stage process with two treatments in an O2 atmosphere, the third treatment in a forming gas (< d > = 9.7 nm))


